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はじめに：SiC のポリタイプにおいて、3C-SiC は等方的で高い移動度を示し、光触媒に適した
バンドギャップ（Eg）を有する特徴がある[1, 2]。しかし、バルク結晶の成長が困難であるため、
Siまたは 4H-, 6H-SiC基板上への成長を強いられる。そのため、4H-, 6H-SiCと同程度の高い結晶
性は 3C-SiCでは実現していない。本研究では、6H-SiC上に成長した 3C-SiC層の不均一性をショ
ットキー電極の形で界面顕微光応答法(SIPM)[3]を用いて評価した。 
試料作製：3C-SiCの成長を目指して、on-axis の 6H-SiC基板上に p-SiC(Al<1.0´1015 cm-3)を 30 µm

エピタキシャル成長した(図 1)。SiCの表面に Ti/Al/Niオーミック電極を蒸着し、Ar雰囲気中で 1000 
oC、5分間のシンターを行った後、直径 1 mmの Ni(厚さ 20 nm)ショットキー電極を蒸着した。 
結果と考察： 試料全体の表面は比較的平らな領域が約 60％、凸凹な領域が約 40％を占めた。

図 2 に典型的な(a)平坦部、および(b)凸凹部を多く含む電極の金属顕微鏡を示す。Ni 電極越しに
SiC表面のパターンが観察された。これらの電極に対して波長 516 nmのレーザー光を電極界面に
集光・走査し、光電流（光電子収率 Y：単位光子数当たりの光電流）を測定した結果を合わせて
示す(SIPM測定)。平坦な領域では Yが大きく、凸凹領域では Yが小さい。Yの大きさは基本的に
ショットキー障壁高さを反映するため、平坦部では Eg の小さい 3C-SiC、凸凹部では大きい 6H-SiC
が成長したと考えられる。これらのポリタイプが混在している様子が Y のパターンとして明瞭に
観察され、本手法の有効性が示された。 
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Fig. 2. Typical microscope images of the Ni electrode surface and    
Y maps of the Ni/SiC Schottky contacts formed on (a) flat and (b) 
rough surfaces. 
 
 
 

 

Fig. 1. Device structure. 
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